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六方晶窒化ホウ素（h-BN）はハニカム配列のsp2結合ホウ素原子と窒素原子から成るワイドバンドギャ

ップ（Eg~6 eV）の2次元（2D）半導体である。1-3 またh-BNは，原子スケールの平滑性をもち，ダングリン

グボンドをもたず，格子不整合度（1.7％）が小さく電荷トラップも少ないため，グラフェンベースのエレクト

ロニクスデバイス作製において，グラフェンが本来もっている高キャリア移動度を達成できる有望な基板と

して研究が進められている。さらに，h-BNは，大気中で800℃以下で安定であり，化学的不活性，深紫外

発光，高い熱伝導性・弾性率などの優れた性質をもつため，保護コーティング材料，紫外光(UV)エミッタ，

複合材料，2Dヘテロ構造など，様々な先端デバイス分野で広い応用が期待されている。2〜5

これらの用途に対して，高品質h-BNの大量生産の実現が望まれており，それには化学気相成長法

（CVD）が最も有望な手段である。しかし，現在のところ，合成されたh-BNは数μmサイズのグレイン（結晶

粒）を含んでおり，結晶性の向上が望まれている。6 本研究では，25μmを上回るサイズの高品質のh-BN
単結晶のCVD合成を行った。作製したh-BN結晶を光学顕微鏡，SEM，XPS，ラマン，AFMおよびTEMに

より分析した。図1（a-c）および2（a-d）は，合成h-BN結晶のOMおよびAFM像を示す。h-BN成長過程の

詳細とh-BN上へのグラフェンのCVD合成の効果的なアプローチについて議論する。


